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Applicant 
Applfc. No. 
Filed 



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 



Herald Richter et al. 
09/917,549 
July 27, 2001 

Method of Processing Organic Antireflection Layers 
Allan W. Olsen Group Art Unit; 1 763 




Title 

Examiner 



DECLARATION UNDER 37 C.F.R. S 1.131 

We, Harold Richter, Stephan Wege, Maik Stegemann, inventors of this invention, 
hereby declare that: 

The invention of the above-identified application was "reduced to practice" at least as 
early as October 26. 1999 . 

Enclosed, as corroborating evidence is the Invention Disclosure 
(Erfindungsmetdung), which is a pre-printed form signed by us on October 26, 1999. 



We hereby declare that all statements made herein of our own knowledge are true 
and that all statements made on information and belief are believed to be true; and 
further that these statements were made with the knowledge that willful false 
statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, 
under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity 
of the application or any patent issued thereon. 




Harald Richter 



Stephan Wege 



Maik Stegemann . 



Date 



Date 



Date 
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IN THE UNITED STATES FATBNT AND TRADEMARK OFFICE 



Applicant 
Applic. No, 
Filed 
Title 

Examiner 



Ha raid Richter et at. 
09/917,549 
July 27,2001 

Method of Processing Organic Antireflection Layers 
Allan W. Olsen Group Art Unit; 1763 



DECLARATION UNDER 37 C.F.R. Q 1.131 

We, Harald Richter, Stephan Wege, Maik Stegernann, inventors of this invention, 
hereby declare that: 

The invention of the above-identified application was "reduced to practice* at least as 
early as October 26, 1999 . 

Enclosed, as corroborating evidence Is the Invention Disclosure 
(Erfindungsmeldung), which is a pre-printed form signed by us on October 26, 1999. 



We hereby declare that all statements made herein of our own knowledge are true 
and that all statements made on information and belief are believed to be true; and 
further that these statements were made with the knowledge that willful false 
statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, 
under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity 
of the application or any patent issued thereon. 



Harald Richter 




Date 



ulzsfoz- 

Date 



Maik Stegemann 



Date 
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iftLTHE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 



Applicant 
Appltc. No, 
Filed 



Harald Riohter et al. 
09/917,549 
July 27, 2001 

Method of Processing Organic Antireflection Layers 
Allan W. Olsen Group Art Unit; 1 763 



Title 

Examiner 



DECLARATION UNDER 37 C.F.R. 5 1.131 

We, Harald Riohter, Stephan Wege, Malk Stegemann, inventors of this invention, 
hereby declare that: 

The invention of the above-identified application was "reduced to practice" at least as 
early as October 26. 1999 . 

Enclosed, as corroborating evidence is the Invention Disclosure 
(Erfindungsmeldung), which is a pre-printed form signed by us on October 26. 1999, 

We hereby declare that all statements made herein of our own knowledge are true 
and that all statements made on information and belief are believed to be true; and 
further that these statements were made with the knowledge that willful false 
statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, 
under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity 
of the application or any patent Issued thereon. 



Harald Richter 



Stephan Wege 




laik Stegemann 



26» it* 



Date 



Date 



Date 
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^T-339 P24/26 U-880 



1 . Welches techniache Problem soil durci 

2 wie wurde dieses Problem b»ner gW xt 

3 In welcher Weise M »hre Erfindunfl das an 

4 Worin liegt der erfinderische SenrW? 

5 AU5«hrungsbBteplel(e)derErflndung 



Ihre Erfindung gelost werden? 

gegebene technische Problem (geben Sle Vortete an)? 



Selektivrtat zum UcK verbessert 6 1 n ? , , „ ; , ; ^ w * 

Z^erfceorgARCA*^^^^^ 

Nonunrfor^ity-Probtem) oderha^ngine S ^^SSSmSii r^fotgenden Oxidteung fQhrt. pie 
Rank* im L^^ O^ ARC JJg^SSlSS 5m umeHtegenden Material vtfo SiOZ. SiN . 

3 -WK der engegebenen Chemie M ea das rtftlfc ^JES&'S^^ •«* 
JotertiegendS Material, apeziell SI02, (bel SS^JSjJS^jSK w 5SK <» AufWettingen *nd 

bei Te^notogien^O.ao Mm ^^^.SL m« deuBtehen 

'lit* tcann erne besaere Setettrvltat zum Lack erzielt werden. 

lse im (ME)RIE Realtor. Oenkbar 1st ebenfalls eine Anwendung in ICP- 



Beide Eigenschaften sind in dteser J 
anderen Eigenschaft erf Ollbar gewesen. Zu 

t <.^ ^ 4. Die Anwendung vorrfS -undgals tej 
^ ^ Helicon- ECR^u^len mitglOTwrwirki 

•; , . ■ <• 

5 indar^EbenedeeDF^muBaw 
werderrf)le&er hat 2um Teil erneDKem 
ARC mufi gefiffnet und G&erail vcrftsttn 
ohne die strukturelten Eigenschaften tit 



<* 



r,'^eri und toooarapbischen Gronden ein org. ARC elngesetzt 
SctSuo^ed^fufgrund der darunter ^^£2!S&£m 
-^U-mt uiwdon was im Ze lenteW em starke □beraaung oeaeuwi, 

™ - _ JlSSn^el^u^n und ohne das darunterteaende Odd 

Ohne die strukturelten E^enschaft^ j, r ^^7 c ™ machbar Oberall wo org. ^> zur 
anzugreKen (siehe Anhang). Dies ust m : ^ wvanmrem „"Z und DRA M) mu» dieser mtt zum Teil groBem 

die H2/N2 Chemte erfoltt 



r 



Blatt S u«atelfebe e^chreibunV UB Laborbenchte. Vereuchsprotokode); 

Mft Literatur. die den Stand dW Technik. von dem die ErBndung au ^^^ j 

* sons.se Unterlagen (z.B. owUn. inabeaondere mitZalchnungan der Auel«hfljngBb ei8 p*la). 



*) Bitto FoWwcn Odor 



I 
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7. Weiche DienststeNen sind an der Erfindu jig intereaaiert? HL dp, hlwqs, ProMos, MchP, ftbg, Ess, EFK 

8. Wutfe die Erfindung berette erprobt (Durfchfohrung von Vereuchen, Anfertigung van Mustern)? 

C nein E is, Ergebnia: posfo'v 



9. For weiche Erzeugnteae tet die Erfindung anwendbar? 
1 0. 1st die Anwendung der Erfindung vorgeac hen? 

C rain <a, bei: S19 Speicher, SS7 Speicher ,. 



11. 1st sin auf der Erfindung beruhendea Era wgnte geliefeft Oder ist eine Liefsrung beabsichtigt? 



IS nein IZ ja, (voraussichtHcb) am 



12. 1st etne Verttffentltchung der Erftndung b< abstchttgt Oder bereita etfolgt? 

Cgnein □ ja. IvorauwsichtfSch) in Buch, Zeitschrift 

1 3, 1st eine Mftteitung der Erfindung an Fim^nframdd beabaichtigt Oder bereits erfotgt? 

E nein C ja, (voreusatehtlteh) am J an 



9 



alls Ebenen roft org ARC. PRAM. Logic Devices.etc. 



; Bezeiohnung des Erzeuenlsses: 



14. Es wird gebeten. soweit mbgiich, die folgpnden Kriterien abzuschatzen: 

a Umgehungeacltwlerlgkeit 

BUmgehungalteung bekannt fcder tefcnt realieiefbar 
... mit geringerem Aufwand ii i kurzer Zeit reettsierbar 
g] ... erfordert ertiebfichen Entv icklungs- oder technischen Aufwand 
Q ... sind wirtachaftllch nfcht ve ttretbar 

□ Schutzrecht nicht umgehbarj Grund&atzpatent .Standard - 
Bedmrtung fttr die Konkurrenz 

□ Schutzrecht intereaaiert kaufri 
O Interesse mdglich 
Q I nteresse wahrscheinlich 

13 gro&e Bedeutung (Benutcunb notwendig. Standard) 
NachweHimttgtichkett etner Verlftzung 

□ Nacnweis nicht mOglich 

SNachweia achwlerig und set* teuer 
Nachweis nur mit mitUeren A ufwand mogltch 

□ Nachwefa efnf&cn fz.B, am E irzeugnia stehtbar. nicht umgehbarer Standard) 
dedeutung for iaufende und gepl: inte ergene Produkta 

(technische> funktione le oder wirtschafttiche Verbeaaerung) 
PI keine oder minimal* Verbesserung 

□ geringe Verbesserung 

□ mrtttere Verbesaerung 
g| grofte oder sehr gro&e Verbiaaerung 
Bedeutung mr langfri&tig reaiisien >are Produce 

□ keine oder minimate Verbess terung 

S geringe Verfcessenjng 
mittlere Verbe&scrung 
g| grotte oder sehr grofie Verb$sserung 
Bentitzung (ergene) 
Q sicher nicht 
Q weniger wahrscheinlich 
PI wahrscheinlich 
gj test geplant 
Sonattgee 



Waiters Hkiweiae oder nanera ai> iaben zu Standards, zur zuKQnftfgen Bedeutung, zur Relevanz for 
einzelne Lander usw. 
Martctvolumen 



Die Summe derzu erwartenden vfrltweiten Um^tze euf dem von der Erfindung betroffenen technfschen 
Gebiet. 



Received from<+9549251101 > at 12/26/02 11:45:03 AM [Eastern Standard Time] 



12-26-' 02 13:02 FROM-Lerner ^j^eenberg +9549251101 
t»att«/« AKtenzetchen der PA 



-339 P26/26 U-880 



" — — . 

''til I io 


m Wege 


Stegemann 






Geburtsname 










Vomame 


Stephan 


Maik 


Harald 




akad. Grad/Trtel/Beruf 


uipi T -f nys. 


Dipl.-Phys. 


Dr. rer. nat. / Dipl. 
Prtys. 




J£um Zeitpkt der Erfindung: Werk* 
studVDiplomand/Doktorand? 


ja □ bitteVertrag 
beifOoert 


ja □ bitteVertrag 
berfDaen 


ja □ bitteVertrag 
Detrugen 


ja □ bitteVertrag 
beifdgen 


Tatigkeit/Stellung fm Betrieb 
(z.B. laborvoreteher u.a.) 


Koordination Fab 
Cluster Bereich Etch 


Fachberater ECVD 


Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter 




Arbeitgeber 

falls nwht Siemens AG 


Infineon Tf*f*hnrtlnriii^ft 


Infineon Technologies 


Instrtutfur 

Halbteiterphysik 

GmbH 




_DereiGn 


MP 


MP 


Tochnoloaift 




Abteilung 


MP FE PI 


ETCH 


Process Research 




Standort 


DD 


DD 

\ — 


W.-Korsing-Str. 2 

1 *t?^n Pronkfi ii4 

(Oder) 




TfilAfnn f*Amt\ 


vJO IfOOD-r Ef 1 1 


0351 / 886 2439 


0335-5625-159 ( 5>u) 




Telefax (Amt) 


0351/886-7902 


0351/886 2291 


0335-5625-327 




E-Mail 


Stephan.wege@infine 
on, com 


IWaik.Stegmarw>@inftr>eo 
n.com 


hhrichter@thp-ff6.de 




Staatsangehorigkeit 


deutech 


deutsch . 


D 




Privatanschrift 








— — 


StraBe, Haus-Nr. 


Hauptstr. 7a 


SchunckstraOe 3 


Rebhuhnweg 1 




Postleitzahl, Wohnort 


01474 Dresden- 
Wei Big 


01157 .Dresden 


15234 Frankfurt 
(Oder) 




Geburtsdatum 


10.11.1963 


30.05.1969 


20.05.1958 




Abfechnende PersonakJtenststelle 
Oder APD-Nr. *) 


623 


623 






srsonalnummer *) 
1st dies Ihre 1. Erfindung? 


001029 

□ ja 


001621 

□ ja 


i at r t i/ 0 m i 
' H ^ / 1/ r j&y [/ ^ 

□ ja 


S 

n ia 


1 5 t Liegt die Erfindung auf 

a) Ihrem Arbeitsgebiet? 

b) einem anderen Arbeitsge- 
biet Ihres Arbeitgebers? 


C ja E nein 
IE ja C nein 


□ ja E| nein 
S ia □ nein 


C ja E? nein 
\£l j« l_ nein 


C ja C nein 
L_ ja L_ nem 


17. Welchen Anteil an der 
Erfindung haben Sie? 


40% 


40% 


20% 


% 


18, Wurtfe odor wirtl die Erfin- 
dung auch als VV gemekJet? 


C ja nein 


(Z Ja nein 


[Z ja nein 


\ — )<* \ nein 


1 Falls Sie die Erfindung 
als freie Erfindung an- 
sehen, bitte begrlinden: 










20. ^'rtes/iinseres Wtssens 
sind keine weiteren Per- 
sonen an der Erfindung be- ; ✓ 
telligt. 


~ (Unterecnrtft) ~~ " 


(Umerscfyffl) 












(UnterscnfiTt) 





*) bib* aus Firmentiuswws Oder Gehattsabrechnung entn*hmen 
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